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In the field of packaging, an especially important process is the formation of electrical connections between the 
die and substrate. Until now, wire bonding was the primary interconnect technique, but new methods including flip 
chip bonding are emerging. To advance the packaging technology as it emerges to improve performance and 
functionalities of semiconductor devices, it is necessary to advance each packaging method. At first, because bond 
speed decreases due to increases in wiring difficulty, bond speed improvement of the wire bonder was examined. 
Key components were studied, such as a new transducer which is miniaturized and increased in rigidity and power 
compared to a conventional ultrasonic transducer. In the wire bonder utilizing the slit type ultrasonic transducer, Z 
acceleration, which greatly affects productivity, was raised from 160G to 200G. A 17% increase in bond speed of 
the wire bonding method is achieved. Second, in advanced semiconductor devices, it is essential to apply the 
thermal compression bonding (TCB) flip chip method to further reduce the bump pitch in the future. However, at 
the present, there are problems with bond stability and bond speed, and the scope of application has not expanded. 
In this study, solutions for the issues of high accuracy, high speed operation, flatness of the bonding mechanism, 
and multi head structure were proposed in order to overcome, the issues of TCB flip chip bonding. Using those 
proposals, performance of 2500UPH at 2.53m accuracy was achieved. It is expected that the technologies 
proposed in this study will advance the high integration and multi-functionalization of semiconductors by utilizing 






































































性は 2.44 倍高く、制御性に影響する振動 1 次モード
の結果から固定時の系の剛性は 6.5 倍であることがわ
かる。図 4 に重量と先端-固定部剛性の関係を既存の

















おいて 160G 程度であった Z 方向動作加速度を 200G
程度まで引き上げ装置動作速度を向上させた。超音
波振動立ち上がり時間の高速化と合わせ、これにより
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図 4 先端-固定部間剛性と重量の関係 
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3. TCB フリップチップ実装の高速・高精度化技術 
フ リ ッ プ チ ッ プ 工 法 に お い て は 、 Controlled 



















7 に示す Non Reaction Servo (NRS)を提案し、1 回の
プローブカメラ動作ごとの制定時間を通常の構造の
テーブルの 530ms に対し 120ms まで短縮した。その
概要図を 図 6 に記す。TCB 工法に求められるダイ-
基板間の平行度の高精度化のために、板バネにより
3 自由度を固定しカムにより残りの 3 自由度を調整可
能とする図 8 に示す板バネ固定-カム駆動式平行度
調整機構を提案し、12 インチステージ上で平行度を
従来手動シム調整式の 47m から 5.3m まで向上さ
せた。長時間実装時の精度ズレに対し、全ての精度
不良要素を包括して検出し実装にフィードバックする
図 9 に示す Reference Positioning System (RPS)を提
案し、既存装置で 4.7m であった実装精度を
2.0m まで安定させた。これらの効果により、実装デ
バイス層間の平坦度 2m 以下を実現し、かつ 200IC







して複数のボンドヘッドを 1 つの XY テーブルに構成
する際にヘッドの使用率を向上させるパイプラインプ
ロセス、図10 に示す Non Vibration System （NVS）、
図 11 に示す Force Free Gantry (FFG)を実証した。







結果、UPH2500 を達成しつつ図 12 に示すとおり





図 6 TCB フリップチップ実装装置概要 
 
図 7 NRS の概念図 
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図 9 RPS の動作シーケンス 
 
図 11 FFG 概要(I)既存構造(II)FFG 構造 
 
図 10 NVS 概要図 
 
図 12 UPH2500 動作での実装結果 
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